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TRANSISTORES BIPOLARESBJT

BJT significa Bipolar Junction Transistor (Transistor de Unién Bipolar). Se
trata de un dispositivo no lineal semiconductor basado en € diodo de unién p-n.
Su uso fue frecuente hasta 1975, fecha a partir de la cual se usd mas € transistor
MOS. La tecnologia bipolar actua hace uso preferentemente de un hibrido
BICMOS.

Tienen dos principales aplicaciones:
= Como amplificador en circuitos anal 6gicos
= Como conmutador en circuitos digitales

ACCION DE TRANSISTOR: consiste en la captacién de portadores
minoritarios provenientes de una union PN directamente polarizada, que los
emite por otra union PN inversamente polarizaday muy cercana ala anterior.
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TRANSISTORESDE EFECTO CAMPO: FET

Dispositivos semiconductores de tres terminales. Tipos:

= JFET (Junction FET, MESFET)

» MOSFET (Meta-Oxide-Semiconductor FET, Insulated-Gate FET)
Son dispositivos de portadores mayoritarios (unipolares), cuyo funcionamiento
se basa en la aplicacion de un campo eléctrico para gobernar una corriente. Se
modelizardn como fuentes de corriente controladas por tension.
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TRANSISTOR MESFET
Es una vaiacion dd JFET construida en AsGa y con uniones meta-

semiconductor (Schottky). Su comportamiento es similar, pero mas rapido.
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M odos de Operacion:
= [nversion Déhil: baas corrientes, funcionamiento smilar a BJT

* |nversion Fuerte: grandes corrientes cuando Vgs > Vry
» Zona Subumbral o Corte (Vgs < V1h)
= ZonaOhmicao Lined (Vgs> Vi Y Vps< Vegs- Vr1h)
» ZonaSaturacion (Ves > Vv Y Vps?® Ves- V1h)

» |nversion Moderada: entre las dos anteriores. ;
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